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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月14日(2016.1.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　よって、その分、ゲート絶縁膜8aの膜厚や、メモリトランジスタ2a,2b,2c,2dを制御す
る周辺トランジスタ11のゲート絶縁膜8aの膜厚を更に薄く例えば8[nm]から3[nm]に設計で
き、周辺トランジスタ11を入出力ＭＯＳからコアＭＯＳに変更し得、かくして、回路構成
を従来よりも小型化し得る。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　具体的には、ソース電圧を4[V]とし、周辺回路に用いるＭＯＳ内の電位差を4～4.5[V]
とすることで、周辺回路に用いるＭＯＳとして入出力ＭＯＳを使用できる。また、ソース
電圧を1.5[V]とし、周辺回路に用いるＭＯＳ内の電位差を1.5[V]とすることで、周辺回路
に用いるＭＯＳとしてコアＭＯＳを使用できる。また、ソース電圧を4[V]とし、周辺回路
に用いるＭＯＳ内の電位差を2[V]とすることで、周辺トランジスタ11としてコアＭＯＳを
使用できる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　なお、上述した実施の形態においては、メモリトランジスタ2a,2b,2c,2dが2行2列に配
置された不揮発性半導体記憶装置1について説明したが、本発明はこれに限らず、３つや
５つ、６つ等その他複数のメモリトランジスタが行列状に配置された不揮発性半導体記憶
装置や、１つのメモリトランジスタが配置された不揮発性半導体記憶装置であってもよい
。
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